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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/316    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/31     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/115    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/8247   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/788    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/792    (2006.01)
【ＦＩ】
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   Ｈ０１Ｌ  21/31    　　　Ｅ
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【手続補正書】
【提出日】平成24年1月18日(2012.1.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理体の表面に露出したシリコンをプラズマ酸化処理し、酸化珪素膜を形成する第１
の酸化処理工程と、
　前記酸化珪素膜を、さらに熱酸化処理する第２の酸化処理工程と、
を備え、
　前記第２の酸化処理工程後の酸化珪素膜の目標膜厚が、４ｎｍ以上１０ｎｍ以下の範囲
内であるとともに、前記第１の酸化処理工程では、前記目標膜厚の７０％以上９８％以下
の範囲内の膜厚で前記酸化珪素膜を形成し、前記第２の酸化処理工程では、前記目標膜厚
に達するまで増膜させることを特徴とする酸化珪素膜の形成方法。
【請求項２】
　前記第１の酸化処理工程の処理圧力が、６．７Ｐａ以上２６７Ｐａ以下の範囲内である
ことを特徴とする請求項１に記載の酸化珪素膜の形成方法。
【請求項３】
　前記第１の酸化処理工程では、希ガスと酸素ガスと水素ガスと含有する処理ガスにより
プラズマを生成させ、前記処理ガスの全流量に対して前記酸素ガスの流量比率が０．２％
以上１０％以下の範囲内であることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の酸化珪
素膜の形成方法。
【請求項４】
　前記第１の酸化処理工程における処理温度が、２００℃以上６００℃以下の範囲内であ
ることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の酸化珪素膜の形成方法
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【請求項５】
　前記第１の酸化処理工程は、複数の孔を有する平面アンテナにより処理容器内にマイク
ロ波を導入して処理ガスのプラズマを生成させるプラズマ処理装置において行うことを特
徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の酸化珪素膜の形成方法。
【請求項６】
　前記第２の酸化処理工程は、酸化雰囲気において被処理体を８００℃以上１１００℃以
下の範囲内の温度に加熱して行うことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項
に記載の酸化珪素膜の形成方法。
【請求項７】
　前記第２の酸化処理工程では、ウエット熱酸化処理を行うことを特徴とする請求項１か
ら請求項６のいずれか１項に記載の酸化珪素膜の形成方法。
【請求項８】
　前記酸化珪素膜が、半導体メモリ装置のトンネル酸化膜であることを特徴とする請求項
１から請求項７のいずれか１項に記載の酸化珪素膜の形成方法。
【請求項９】
　前記酸化珪素膜が、半導体メモリ装置において、フローティングゲート電極とコントロ
ールゲート電極との間を絶縁するための絶縁膜であることを特徴とする請求項１から請求
項７のいずれか１項に記載の酸化珪素膜の形成方法。
【請求項１０】
　前記酸化珪素膜が、半導体装置の素子領域を区画する素子分離膜であることを特徴とす
る請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の酸化珪素膜の形成方法。
【請求項１１】
　シリコン層上に、トンネル酸化膜を介して電荷蓄積層とゲート電極が形成されてなる半
導体メモリ装置の製造方法であって、
　前記トンネル酸化膜を、請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の酸化珪素膜の形
成方法により形成することを特徴とする半導体メモリ装置の製造方法。
【請求項１２】
　コンピュータ上で動作する制御プログラムが記憶されたコンピュータ読み取り可能な記
憶媒体であって、
　前記制御プログラムは、実行時に、被処理体に対して所定の処理を行うための複数の処
理チャンバを有する処理システムにおいて、被処理体の表面に露出したシリコンをプラズ
マ酸化処理し、酸化珪素膜を形成する第１のステップと、前記酸化珪素膜を、酸化雰囲気
中で熱酸化処理する第２のステップと、を含み、前記第２のステップ後の酸化珪素膜の目
標膜厚が、４ｎｍ以上１０ｎｍ以下の範囲内であるとともに、前記第１のステップでは、
前記目標膜厚の７０％以上９８％以下の範囲内の膜厚で前記酸化珪素膜を形成し、前記第
２のステップでは、前記目標膜厚に達するまで増膜させる酸化珪素膜の形成方法が行なわ
れるように、コンピュータに前記処理システムを制御させるものであることを特徴とする
コンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
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